
一様な媒質で発生する Bremsstrahlung は、物質原子による吸収、screening を考慮すると次式で

大まかに評価される。
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, h̄c ≈ 1.97× 10−8 [keV · cm]

cone内をすべて積分する ⇒ f = 1

として、計算を簡略化



物質名 Z A 密度 [g/cm3]

Be 4 9.01 1.84

C（ダイヤ） 6 12.01 3.51

Al 13 26.98 2.69

Si 14 28.09 2.34

Ti 22 47.87 4.54

Fe 26 55.85 7.86

Cu 29 63.55 8.93

W 74 183.84 19.1

Pt 78 195.08 21.37



物質の誘電率は ε = ε0(1 + χ) で表される。（ε0: 真空の誘電率、χ: 電気感受率）

Ｘ線領域では

χ(r) = − e2

mω2ε0
ρ(r), ρ(r) :電子密度分布

となり、χは負である。すなわち、屈折率が 1より小さい。

=⇒ 可視光とは逆で、疎→密の面で全反射が起こる。

臨界角 θcは
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シリコン単結晶（ Z=14, A=28.09, ρ=2.34[g/cm3] ）の場合、

θc[mrad] =
31.0

h̄ω [keV]

θc = 4[mrad] にセットアップした場合、ターゲットとなるのは 7.75[keV]以下のエネルギーのＸ線で
ある。


